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【はじめに】安価なガラス基板上に堆積した非結晶シリコン(a-Si)に、ミリ秒台の熱処理であるフ

ラッシュランプアニール(FLA)を行うことで、膜厚 μm台の多結晶 Si (poly-Si)膜を形成することが

可能である[1]。しかし、その太陽電池特性は不十分であり[2]、粒界や粒内の欠陥がキャリアの再結

合を引き起こしていると予想される。粒内欠陥の低減には、結晶構造の再配置による欠陥の除去

が有効である。poly-Siへの追加の熱処理により粒内欠陥を低減できる可能性があり、結晶粒の粗

大化も期待できる[3]。そこで、FLAを行った試料にラピッドサーマルアニール(RTA)を行うことに

より poly-Siの特性改善を試みたので報告する。 

【実験方法】約 2 cm角の EAGLE XGガラス基板

上に、触媒化学気相堆積(Cat- CVD)法で堆積した

膜厚~3 μmの水素化 a-Si膜を FLAで結晶化して

poly-Si膜を形成した。この poly-Si膜に対し、RTA

装置でアニール温度 1000 ℃でアニール時間を 1, 

3, 5, 10 minと変化させて RTAを行った。この時、

ガラス基板の変形を考慮した温度プロファイル

を設定した。RTA後の poly-Si膜は、ラマン分光

法と X線回折法(XRD)で評価を行った。 

【結果・考察】図 1に、RTA前後の poly-Si膜の

ラマンスペクトルにおける結晶 Si ピークの半値

全幅(FWHM)の、RTA時間依存性を示す。アニー

ル時間の増大にともない FWHM が小さくなる傾

向が観測され、結晶性の改善が示唆される。また、

3 min ほどで FWHM の低減が飽和していること

から、短時間の RTAでの低欠陥化が期待できる。

図 2 に、RTA 前後の poly-Si 膜の XRD パターン

を示す。アニール時間の変化による回折パターン

の大きな変化は確認されなかった。RTAによる顕著な面方位の変化は無かったと考えられる。 
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Fig. 1. FWHM of Raman c-Si peaks of 

poly-Si films. 

Fig. 2. XRD patterns of poly-Si films. 
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